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Introducao

A utilizagdo de um pré-tratamento de aluminio antes
da anodizagao é importante para que haja um
crescimento na formagdo de nanoporos regulares
na alumina anddica porosa e também para a
garantia de melhores propriedades opticas!. O
eletropolimento é uma técnica de pré-tratamento,
que consiste na remogdo, eletroquimica de uma
camada exterior de metal tornando a superficie do
metal isenta de irregularidades®. Esta técnica foi
utilizada neste trabalho seguindo a orientacdo de
eletropolimento normalmente empregado antes da
anodizagdo de aluminio, que consiste na aplicacao
de um potencial elétrico, ao substrato de metal
imerso numa mistura de acido perclérico e alcool
etilico na proporcdo (1:4, V:V)m. Para isso um
planejamento fatorial com trés varidveis e dois
niveis (2° = 8 experimentos) foi elaborado, onde as
variaveis foram temperatura, potencial aplicado e a
duracdo do eletropolimento. Em seguida foi
realizada a anodizagdo das amostras eletropolidas
em condigdes experimentais fixas (H.C,O, 0,3
mol/L, 5 mAcm™ e 20°C).

Resultados e Discussao

Estudos previamente realizados nos apontaram que
amostras eletropolidas nas condi¢des experimentais

trés e quatro, segundo o planejamento fatorial

(Tabela 1), apresentaram respectivamente a pior e
melhor qualidade de eletropolimento no que diz
especular e a

respeito ao comportamento
rugosidade das amostras.

Tabela 1. Matriz fatorial 2° combinando todas as variaveis em

seus diferentes niveis.

Niveis

Varidveis xp. A B c
= ®
{A) Potencial aplicado/ V S5 15 1 + = o
(8) Duracgao do eletropolimentol s 30 180 2 - + -
{C) Temperatura do eletrdlito/ °C 0 10 3 - - +*
4 + + -
5 + - +
6 - + +
7 + + +
8 - - =
Assim, apds anodizacdo dessas amostras e

consequente crescimento da Alumina Anddica
Porosa, a reflectancia total e difusa das mesmas
foram coletadas na regido entre 620 - 240 nm, onde
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se observou que amostras eletropolidas em
condigdes experimentais como a condicdo trés,
apontaram um delta (AR%) menor entre a
reflectdncia difusa e a reflectdncia total. Ja as
amostras eletropolidas em condigdes como a
condigdo experimental quatro apresentaram um
AR% maior, como observado na Figura 1.
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Figura 1. Reflectancia difusa e total apés anodizagédo das
amostras de aluminio, eletropolidas em diferentes condic¢des.
Exp.3: 5V, 30se 10 °C, Exp. 4: 15V, 180 s and 0 °C.

Para um AR% menor, vemos que a reflectancia total
se aproxima mais da reflectancia difusa conforme a
qualidade de eletropolimento da superficie
anodizada diminui. Em contra partida, para um
maior AR%, vemos que a reflectancia total se
distancia da reflectdncia difusa conforme a
qualidade de eletropolimento da superficie
anodizada aumenta.

Conclusodes

A qualidade das amostras eletropolidas influencia
na resposta Optica de reflectancia apdés o
crescimento da Alumina Anddica Porosa. Assim,
amostras com uma melhor qualidade de
eletropolimento apresentam menor reflectancia
difusa, e, portanto essa se distancia mais da
reflectancia total, exibindo um maior AR%.
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